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量子効果による動的理論で説明されたoしかしながら,最近になって,Tcに対するトンネリ

ングモー ドの寄与に疑問を示す実験がいくつかなされ,同位元素効果の起源の再吟味が必要と

なってきている｡

トンネリングモデルでは,水素一重水素置換によっては,水素結合をしている酸素一酸素間

の距離 (R｡_0),水素の存在位置,プロトン間相互作用Jなどは変化しないと仮定されてい

るが,これらのことは必ずしも成立していないことが,最近, Ichikawaにより指摘された｡一

方,Matsushitaは同位元素効果の源が トンネル振動数Bだけではなく,R｡_｡を通して,静的

な相互作用∫からもきていることを計算により示した｡

我々はR｡_｡の変化がTcの変化にどのように影響を与えているかという幾何学的効果を知る

目的で試料に静水圧をかけ,Tcの圧九 温度依存性を調べたO試料には中性子散乱の実験結

果からBの値がT に比べて,十分に小さいといわれているKH3(SeO3)2(略称KTS)を用C

いたoつまり,同位元素効果をJの差とみなし,R._｡を変えることにより,I,Tcを変える

ことを試みたわけである｡ 実験としては,試料をクランプ式単結晶用ダイヤモンドアンビルセ

ルに入れ加圧し,セル全体をクライオスタットに入れて行った｡Ⅹ線一次元カウンターによる

ブラッグ反射の測定から,Tc以下での秩序変数 (monoclinicangleAa)を求め,p-T相図

を決定した｡また,同時に格子定数の圧力 ･温度依存性を測定した｡これらの実験結果をMa-

tsushitaの理論と比較することにより;

(1) p-T相図の様子 (2)水素-重水素置換によるTcの差

のほとんどが≠幾何学的同位元素効果 〝によっていることがわかった0

18. アモルファス炭素の高温高圧下での挙動

東 浩 二

炭素からダイヤモンド-の直接変換は,衝撃波圧縮やフラッシュヒーティング法による非常

な高圧もしくは高温を必要とし,非常に起こりにくい反応である事が知られている｡又,その

変換条件は,出発物質の特性に大きく影響を受ける事も知られている｡

炭素と相似 の構造,相図をとるBNの場合,出発物質を結晶性の悪いグラファイ ト型 BNも

しくはアモルファスBNにすることで,閃亜鉛鉱型 B､N-の直接変換が容易になる事が報告さ
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れている｡

これらの事から,アモルファス炭素を出発物質にすることで,ダイヤモンド-の直接変換が

容易になると期待される｡

そこで7種類のアモ/レフアス炭素と分光分析用グラファイ トを出発物質とし,8-10GPa

の圧力範囲で,これまで行なわれたことが無い静的高温高圧実験を行い,アモルファス炭素か

らダイヤモンド-の直接変換,ならびにアモルファス炭素のグラファイ ト化について調べ,以

下の結果を得た｡

i) ダイヤモンド合成は,出発物質の構造がグラファイ トから遠ざかる程,容易になる｡

ii)アモルファス炭素の合成条件を制御する事で,触媒,溶媒法と同程度の低温蘭域でダイ

ヤモンドを合成することができる｡

iii)アモルファス炭素からダイヤモンド-の変換機構は,高温高圧下でアモルファス炭素に

存在する難グラファイ ト化性部が,グラファイ ト-の結晶化を経ずにダイヤモンド-直接

変換されるものであると考えられる｡

iv)本来難グラファイ ト化性であるアモルファス炭素は,高圧下で易グラファイ ト化性とし

ての振る舞いを見せる｡

19.芳香族分子の光励起三重項の緩和過程

についての光磁気効果による研究

平 野 嘉 仁

光を照射 した時,物質が磁化の変化を生じることを,光磁気効果と呼ぶ｡光磁気効果を生む

原因は,スピンの反転と軌道反磁性の変化である｡ 芳香族分子の光励起三重項状態は,前者の

例である｡ この研究では代表的な芳香族分子ナフタレンとベンゾフェノンをとりあげ,光励起

三重項状態の寿命およびスピン緩和を光磁気効果を利用して調べ,緩和過程についての情報を

得ようとするものである｡

光磁気効果の測定にはSQUIDを用いた｡ SQUIDの利用は始めての試みで,今までに使わ

れている測定法,ルミネッセンス法,磁気共鳴の光検出法等との比較も行いたい｡

試料はデュレン中に希釈した4.04m01% ナフタレン,およびディプロモディフェニルエー

テルに希釈したべ リゾフェノンである｡いずれもブリッジマン法で作製した｡前者は3(打方*)
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